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先端デバイスを開発していく上で、新規材料や新規の注入イオンを検討する必要がある。

しかしその分布を予測するためのデータベースを構築するにはとても時間とコストがかか

ってしまう。そのため、ほとんど実験データのないイオンと基盤の組み合わせでも、大ま

かな注入イオンの分布を見積もる必要がある。 

そこで、このような新規な基盤材料及び新規な注入イオンのイオン注入分布を予測する

ために、3次元イオン注入のできる Advance/TCADを開発している。 

3 次元イオン注入の Advance/TCAD では、次世代パワー半導体として開発が進められて

いる SiC(炭化ケイ素)等の新材料にもイオン注入することができる。また対応するメッシュ

構造は 6面体、4面体、三角柱、ピラミッド構造を扱うことができ、複雑な 3次元構造のモ

デルでもイオン注入のシミュレーションを行うことができる。図１に、簡単な空気層と基

盤（Si及び SiC）のモデルでボロンを 100keVで注入した結果を示している。 

 

 

図１．空気層と基盤のモデルで Siと SiC にボロンを注入した結果 
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